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我々はこれまで i 線露光機を使用した独自のダブルパターニング法を用いて、解像限界を超え

る微細なナイフエッジテーパ構造を形成する技術を開発してきた[1]。この技術は一般的に作製困

難なサイズの先鋭テーパ構造を大量生産性に優れるプロセスで作製することを可能にし、シリコ

ン光集積回路上の低損失な光入出力素子へ実用的レベルでの応用が期待される。そこで、実際に

ナイフエッジテーパを有するファイバ結合器を試作し、その特性を評価したので報告する。 

図 1に示されるようなファイバ結合器を、220 nm厚のシリコン層を有する SOI基板上に i線露

光機を中核とするプロセスを用いて作製した。セカンドコアには 1.2 m 四方の断面を持つ SiON 

(n=1.62)導波路を採用した。作製されたデバイスにビーム径 2.0 m のレンズファイバを用いて波

長 1550 nmの TEモード光を研磨されたチップ端面から入力し、入出力端に計 2個のファイバ結合

器を備えた 420 nm幅のシリコン光導波路の挿入損失を測定した。同一チップ内に長さの異なる導

波路群がそれぞれ配置されており、測定された挿入損失値を回帰分析することでレンズファイバ

とシリコン導波路間の結合損失を算出した(図 2)。その結果、作製されたファイバ結合器の結合損

失は 1.50.25 dB であり、低損失なファイバ結合器を実現した。 

本研究によって、ナイフエッジテーパが低コストかつ高性能なファイバ結合器に有効であるこ

とが明らかとなった。さらに、非常に微小な先端を有するナイフエッジテーパにより結合効率の

偏波依存性を低減でき、セカンドコアの最適化を行うことでファイバとの高効率なバットカップ

ルも併せて期待される。 
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図 2. ファイバ結合器の挿入損失測定結果 

 

 

図 1. シリコンナイフエッジファイバ結合器 
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